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	В последнее время слоистым кристаллам AI, BIII и CVI уделяется большое внимание как интересному классу нелинейно-оптических материалов. Благодаря слоистой структуре с ярко выраженной анизотропией, высокой поляризуемости, оптической однородности, естес...
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	Рис. 3.2.2. Схема экспериментальной установки для измерения фотопроводимости: 1-лазер; 2-фильтр для отсекания излучения импульсных ламп накачки; 3- отклоняющая пластинка; 4, 8-нейтральные фильтры; 5, 9-линзы; 6-быстродействующий фотодиод; 7, 12-осцилл...
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